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(A1) METHOD FOR SELECTIVE TRANSFER OF MICROSTRUCTURE, FORMED 
ON A SUBSTRATE INITIAL SUBSTRATE TO AN END 

Index Terms: Substrate; MICROSTRUCTURE ; TREATMENT; deposition; 
MICROELECTRONICS 

<P> Method of transferring a microstructure (12) of a substrate (10) initial to a substrate (32) final. 
The method comprises the following successive stages: - fastening the initial substrate (10) with 
an intermediate substrate (24), the microstructure is focused through the substrate, - forming at 
least one layer of bonding material (30) to least one selected region (16) of the initial substrate, 
including the microstructure, - into contact with said selected region (16) with the final substrate, - 
treatment of bonding material in an area corresponding to the selected region (16) for increase 
the bond strength - uncoupling the selected region (16) of the initial substrate, the substrate with 
the intermediate (24). </ P> 
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^ PROCEDE DE TRANSFERT SELECTIF D UNE MICROSTRUCTURE, FORMEE SUR UN SUBSTRAT INITIAL, 
VERS UN SUBSTRAT FINAL. 

@) Procede de transfert d’une microstructure (12) d’un 

substrat (10) initial, vers un substrat (32) final. Le procede ^ as 

comprend les etapes successives suivantes : | ^ 32 

- solidarisation du substrat initial (10) avec un substrat ^ ^ 

intermediaire (24), la microstructure etant tournee vers le 

substrat intermediaire, 30 p r 

- formation d’au moins une couche de materiau de p 

liaison (30) sur au moins une region selectionnee (16) du ipT ^ n 

substrat initial, comprenant la microstructure, -p ^ ' / . • - • ^ •■ | J / 

- mise en contact de ladite region selectionnee (1 6) avec ; . . r^ 

le substrat final, ^ 

- traitement du materiau de liaison dans une zone cor- " —24 

respondent a la region selectionnee (1 6), pour augmenter la p ^ 

force de liaison, Jr >-36 

- desolidarisation de la region selectionnee (1 6) du subs- v 

trat initial, d’avec le substrat intermediaire (24). 
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PROCEDE DE TRANSFERT SELECTIF D'UNE MICROSTRUCTURE, 
FORMEE SUR UN SUBSTRAT INITIAL, VERS UN SUBSTRAT FINAL. 

Domaine technique 

La presente invention concerne un precede de 
transfert selectif d'une microstructure formee sur un 
substrat, dit substrat initial, vers un substrat, dit 
substrat final. 

Au sens de la presente invention, on entend par 
microstructure tout composant, ou ensemble de 
composants, electroniques , mecaniques ou optiques, 
forme sur le substrat initial, par des techniques 
d'usinage, de depot de materiau et de mise en forme de 
materiau propres a la micro-electronique ou a la 
micromecanique . 

En particulier, 1 ' invention permet le transfert 
de composants electroniques qui peuvent etre des 
composants passifs ou des composants actifs tels que 
des puces . 

Le transfert de composants conforme a 
1' invention est particuli^rement avantageux dans des 
applications ou differents composants d'un dispositif 
doivent etre realises sur des substrats en materiaux 
differents, et dans les applications pour lesquelles on 
souhaite fabriquer separdment un certain nombre de 
composants d'un dispositif avant son assemblage. 

A titre d'exemple, 1 ' invention peut etre mise 
en oeuvre pour le report de cavites laser, realisees 
separement, sur un substrat de silicium. 

Dans un autre domaine, 1' invention peut 
s'appliquer aussi au report de composants de circuits 
de commande d'un ecran d'affichage a cristaux liquides. 
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sur une plaque de verre destine© a la fabrication d'un 
af f icheur . 

Etat de la technique anterieure 

Les techniques connues, pour le transfert d'un 
composant d'un substrat initial vers un substrat final, 
mettent en oeuvre en general un substrat dit 
intermediaire dont la fonction essentielle est le 
maintien mecanique du composant lors du transfert. 

Les principaux problemes rencontres lors de la 
raise en oeuvre des transferts de composants sont lies a 
la separation du composant d'avec le substrat initial, 
raais aussi a la separation du composant d'avec le 
substrat intermediaire. 

Generalement , la separation des composants 
d'avec les supports initial ou intermediaire, a lieu 
selon une technique dite de pelage ("lift-off") . Pour 
raettre en oeuvre cette technique, on utilise des 
substrats qui coraportent une partie massive de base, 
une couche intermediaire sacrif icielle mince en un 
materiau pouvant etre grave selectivement par voie 
chimique, et une couche superieure dans laquelle sont 
formes les composants ou sur laquelle sont reportes les 
composants . 

Lors d'un transfert des composants, la 
separation de la couche superf icielle comprenant les 
composants d'avec la partie massive de base depourvue 
de composants a lieu en attaquant chimiquement la 
couche intermediaire sacrif icielle pour I'eliminer. 
L' elimination de cette couche permet de liberer les 
composants de la couche superf icielle par un effet de 
pelage . 




2771852 



3 



Cette technique presente un certain nombre de 
difficultes et de limitations. 

Une premiere difficulte est liee a la mise en 
contact de la couche intermediaire avec un agent 
chimique de gravure, generalement liquide. En effet, 
comme la couche intermediaire est mince et qu'elle est 
situee entre la partie de base et la couche 
superf icielle, 1' action de 1 ' agent chimique n'est pas 
tres efficace. Cette difficulte augmente avec la taille 
du composant a transferer, c'est-a-dire avec 1 ' etendue 
de la couche intermediaire sacrif icielle . 

Par ailleurs, la necessite de realiser une 
gravure selective de la couche intermediaire, sans 
alterer le composant devant etre transfere, conduit a 
1 ' utilisation de materiaux particuliers dont la mise en 
oeuvre n'est pas toujours compatible avec les exigences 
d ' une production en serie. 

A titre d' illustration de I'etat de la 
technique, on peut se reporter aux documents (1) et (2) 
dont les references sont indiquees a la fin de la 
presente description. 

Expose de 1' invention 

La presente invention a pour but de proposer un 
precede de transfert d'une microstructure d'un substrat 
initial vers un substrat final ne presentant pas les 
difficultes et limitations evoquees ci-dessus. 

Un but est en- particulier de proposer un tel 
precede ne necessitant pas la gravure d'une couche 
intermediaire sacrif icielle ni d'operation de pelage. 

Un autre but de 1 ' invention est de proposer un 
precede permettant le transfert selectif d'une ou 
plusieurs regions d'un substrat comprenant des 
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itiicrost ructures donnees, vers des zones particulieres 
d'un substrat final. 

Un but est egalement de proposer un procede de 
transfert, rapide, peu couteux et susceptible d'etre 
mis en oeuvre de fapon indust rielle dans le cadre d'une 
production en serie. 

Pour atteindre ces buts, 1' invention a plus 
precisement pour objet un procede de transfert d'au 
moins une microstructure formee sur un substrat, dit 
substrat initial, vers un substrat, dit substrat final. 
Le procede comprend les etapes successives suivantes : 

a) preparation du substrat initial pour autoriser une 
solidarisation reversible, avec une force de liaison 
initiale, du substrat initial avec un substrat dit 
intermedia ire, 

b) solidarisation du substrat initial avec le substrat 
intermediaire, la microstructure etant tournee vers 
le substrat intermediaire, 

c) formation d'une couche de materiau de liaison, sur 
au moins une region selectionnee du substrat 
initial, comprenant la microstructure et/ou sur une 
region de reception du substrat final, le materiau 
de liaison presentant une capacite de liaison qui 
peut etre augmentee par un traitement approprie, 

d) mise en contact de ladite region selectionnee du 
substrat initial avec la region de reception du 
substrat final, 

q ) traitement de la couche de materiau de liaison dans 
une zone correspondent a la region du substrat 
initial comprenant la microstructure pour augmenter, 
dans cette zone, la force de liaison a une valeur 
superieure a la force de liaison initiale, pour 
obtenir une fixation de ladite region du substrat 
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initial sur la region de reception du substrat 
final, 

f) desolidarisation de la region du substrat initial 
comprenant la microstructure d'avec le substrat 
intermediaire . 

Comme indique precedemment , la microstructure 
formee dans le substrat peut etre constitute d’un ou de 
plusieurs composants electroniques, optiques ou 
mecaniques . 

Cette structure peut etre formee a la surface 
du substrat par depot et par mise en forme de matiere 
sur la surface du substrat. Elle peut egalement etre 
formee dans I'epaisseur du substrat, sous la forme de 
regions dopees et de composants enterres. La structure 
peut aussi consister en une combinaison de composants 
formes en profondeur dans le substrat et de composants, 
tels que des prises de contact, formes a sa surface. 

II apparait que le precede de 1' invention ne 
comporte pas d' operation de pelage necessitant 
1 ' attaque chimique d'une couche sacrif icielle enterree. 

De plus, grace a 1' invention, et notamment 
1 ' etape e) de traitement selectif dans une ou plusieurs 
regions du substrat, il est possible de realiser des 
transferts selectifs ne concernant que ces regions. 

En effet, 1' action combinee de la preparation 
du substrat initial, pour rendre reversible sa 

solidarisation avec le substrat intermediaire, et le 
renforcement local des liaisons entre la structure a 
transferer et le substrat final, permet de 
desolidariser selectivement cette structure. 

La desolidarisation peut etre 

notamment par arrachement de la region du 



realisee 

substrat 
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initial comprenant la microstructure, du substrat 
intermediaire . 

Selon un aspect particulier de 1' invention la 
preparation de la surface du substrat initial, pour 
5 autoriser une solidarisation reversible, peut comporter 
la formation d'une rugosite controlee a ladite surface 
du substrat. 

La rugosite permet de reduire la surface de 
contact entre le substrat initial et le substrat 
10 intermediaire. 

Ainsi, la solidarisation effectuee, par 
exemple, par collage, avec apport de matiere ou non, 
entraine des forces de liaison relativement faibles qui 
peuvent etre vaincues lors de 1 ' arrachement de la 
15 microstructure. 

En particulier, la rugosite est choisie telle 
que la force de liaison initiale entre le substrat 
initial et le substrat intermediaire soit inferieure a 
la force de liaison entre la region selectionnee du 
20 substrat initial et le substrat final, apres le 

traiteraent de I'etape e) . 

Selon une variante, la preparation de la 
surface du substrat initial, pour autoriser une 
solidarisation reversible, peut aussi comporter la 

25 formation dans le substrat initial d'au moins une 

amorce de rupture. 

L' amorce de rupture peut etre formee en 

particulier par 1 ' implantation ionique, par exemple 
d' hydrogene, dans une partie du substrat initial 
30 destinee a etre solidarisee avec le substrat 

intermediaire. Les ions d' hydrogene implantes dans le 
substrat initial creent une zone de fragilite selon 
laquelle la desolidarisation de la region selectionnee 
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du substrat initial, comprenant la microstructure, peut 
avoir lieu. 

Dans ce cas, la force de liaison initiale est 
comprise comme etant la force de liaison qu'il est 
5 necessaire de vaincre pour provoquer la 
desolidarisation par arrachage selon la zone de 
f ragilite . 

Selon une autre variante encore, la preparation 
de la surface du substrat initial, pour autoriser une 
10 solidarisation reversible, peut comporter la formation 
a la surface du substrat d'une couche, dite couche de 
rupture, la couche de rupture presentant une premiere 
epaisseur dans une zone situee en face d'au moins une 
region du substrat initial, comportant une 
15 microstructure, et presentant une deuxieme epaisseur, 
superieure a la premiere epaisseur, dans une zone 
situee en face d'une region du substrat initial 
depourvue de microstructure. 

La formation de la couche de rupture peut 
20 comporter le depot, sur la surface du substrat, d'une 

couche d ' un materiau pouvant etre selectivement gravee 
par rapport au substrat. Cette couche est alors soumise 
a gravure partielle selective pour I'amincir dans au 
moins une zone correspondent a au moins une region du 
25 substrat qui comporte une microstructure. Cette gravure 
ne presente pas de difficulte particuliere car la 
couche de materiau a graver est librement accessible a 
la surface du substrat ' initial . 

Cette mise en oeuvre particuliere de 

30 1 ' invention est decrite avec plus de details dans la 

suite de la description. 
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Selon un autre aspect particulier de 
1' invention, on peut effectuer un amincissement du 
substrat initial prealableinent a 1 ' etape c) . 

L' amincissement peut etre effectue par gravure 

5 chimique ou mecanique. 

II peut aussi etre effectue par clivage selon 
une couche de clivage prealablement implantee dans le 
substrat initial. 

Selon un autre aspect avantageux de 
10 1' invention, il est possible de former, en outre, avant 

1' etape d) , au moins une tranchee de f ragilisation du 
substrat initial entourant ladite region du substrat 
comprenant la microstructure. De preference, les 
tranchees de f ragilisation et la zone de la couche de 
15 rupture presentant la premiere epaisseur sont agencees 
de fagon a coincider, au moins en partie. 

Grace aux tranchees, il est possible de 

desolidariser avec plus de facilite la region du 

substrat initial comprenant la microstructure d'avec le 
20 substrat intermediaire . Il est de plus possible de 

desolidariser plus facilement cette region du substrat, 
de la partie restante du substrat initial qui n'est pas 
concernee par le transfer! et qui reste solidaire du 

substrat intermediaire. 

25 Le traitement de la couche de materiau de 

liaison, lors de 1' etape e) du precede, peut comporter 
1 ' application d'un rayonnement dans la region du 

substrat comprenant la' microstructure . 

Selon le materiau de liaison choisi, le 

30 rayonnement peut etre adapte pour provoquer une 

reticulation ou une fusion du materiau de liaison et 
conduire ainsi, eventuellement apres un temps de 
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ref roidissement , a liaison plus forte. Get aspect est 
decrit avec plus de details dans la suite du texte. 

Selon un aspect particulier de mise en oeuvre 
de 1' invention, on peut utiliser un substrat 
intermediaire transparent et appliquer le rayonnement a 
la region du substrat comprenant la microstructure, et 
la couche de materiau de liaison, a travers le substrat 
transparent . 

On peut egalement utiliser un substrat final 
transparent et appliquer le rayonnement a la region du 
substrat comprenant la microstructure, et la couche de 
materiau de liaison, a travers le substrat final. 

Le procede de 1' invention est adapte en 
par-ticulier pour le transfer! de structures d une 
epaisseur inferieure a 10 pm, mais dont I'aire dans le 
plan de la surface du substrat initial peut aller de 
quelques pm^ a quelques cm^. 

Selon I'aire de la structure, le rayonnement 
applique pour le traitement du materiau de liaison, 
peut etre applique de faqon ponctuelle ou par balayage. 

De faqon avantageuse, en particulier lorsque 
I'un des substrata intermediaire ou final est 
transparent, on peut former respectivement sur le 
substrat final et intermediaire des reperes visuels qui 
permettent un alignement precis des substrats lors de 
I'etape d) du procede. 

Un telle mesure permet en particulier de 
prevoir un assemblage autoroatique des substrats par une 
machine appropriee. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1 ' invention ressortiront de la description qui va 
suivre, en reference aux figures des dessins annexees. 
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Cette description est donnee a titre purement 

illustratif et non limitatif. 

Breve description des figures 

5 - La figure 1 est une coupe schematique d'un 

substrat initial, equipe d'une microstructure et 
solidarise avec un substrat intermediaire . 

- La figure 2 est une coupe schematique du 
substrat de la figure 1 prepare pour une solidarisation 

10 avec un substrat final. 

- La figure 3 est une coupe schematique du 

substrat de la figure 2 lors de la solidarisation d'une 
region selectionnee de ce substrat avec le substrat 

final. 

15 - La figure 4 est une coupe schematique 

illustrant la desolidarisation de la region 
selectionnee d'avec le substrat intermediaire. 

- La figure 5 est une coupe schematique 

illustrant la region selectionnee, solidaire du 

20 substrat final, et la realisation d'une prise de 
contact avec la microstructure situee dans ladite 
region selectionnee. 

Description detaillee de modes de mise en oeuvre de 

25 1 ' invention 

La description qui suit concerne le transfer! 
particulier d'une seule microstructure. Toutefois, on 

comprendra que le precede de transfer! peut avoir lieu 
simultanement pour plusieurs de telles microstructures. 

30 La figure 1 montre un substrat initial 10, par 

example en silicium, dans lequel est formee une 
microstructure. Dans I'exemple decrit, la 

microstructure comporte un circuit electronique 12 
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forme en profondeur dans le substrat 10 et des prises 
de contact 12a formees a la surface 14 dudit substrat. 
La region du substrat comprenant la microstructure est 
indiquee par la reference 16. Cette region est appelee 
region de transfert dans la suite du texte. 

Sur la surface 14 du substrat est formee une 
couche 18, dite couche de rupture. II s'agit par 
example d'une couche de silice ou de polymere. 
L'epaisseur de cette couche est choisie suffisante pour 
pouvoir y pratiquer une depression 19 en face de la 
region de transfert 15 du substrat. La depression est 
realisee par gravure locale de la couche de rupture 18 
et permet de definir dans cette couche deux zones. Une 
zone amincie, avec une premiere epaisseur, situee 
essentiellement en face de la region de transfert 16 et 
une zone 22 avec une deuxieme epaisseur, plus 
importante en dehors de la region de transfert. On peut 
noter que la zone amincie peut d'etendre de preference 
legerement au-dela de 1 ' etendue de la region de 
transfert . 

Le substrat initial 10 est solidarise avec un 
substrat intermediaire 24 au moyen de la couche de 
rupture 18 dont la zone 22, plus epaisse, est scellee 
sur le substrat intermediaire 24. 

En raison de la depression 19, la force de 
liaison initiale entre premier substrat et le substrat 
intermediaire est faible. 

A cet effet,' il convient de realiser, de 



preference. 


une 


depression 


19 avec 


une 


profondeur 


suffisante 


pour 


que, compte tenu 


du 


profil de 


contraintes 


des 


materiaux 


utilises , 


la 


couche de 


rupture 18 


ne 


se courbe 


pas vers 


le substrat 
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intermediaire et ne vienne pas se coller contre celui- 
ci dans la region de la depression 19. 

La figure 2 illustre une etape ulterieure du 
precede lors de laquelle le substrat initial 10 est 
5 aminci . L ' amincissement est arrete de fagon a laisser 
subsister une epaisseur du substrat suffisante pour 
contenir et garantir le maintien mecanique du composant 
12 . 

L' amincissement peut avoir lieu par rodage, par 
10 rectification, par attaque chimique, avec ou sans 
couche d' arret, ou encore par clivage. 

Dans le cas d'un amincissement par clivage, une 
couche d'ions gazeux, dite couche de clivage, 

representee de fagon schematique avec la reference 11 
15 sur la figure 1, est implantee prealabiement dans le 
substrat initial. Ainsi, un traitement thermique 
permet, par un effet de rearrangement cristallin, de 
provoquer le clivage du substrat selon cette couche. 

En plus de 1 ' amincissement, des tranchees 26 
20 sont pratiquees (par gravure) dans le substrat initial 
10 a partir de sa surface libre 28 obtenue apres 
1 ' amincissement . 

Les tranchees 26, qui s'etendent sur tout ou 
partie de 1' epaisseur du substrat initial restant, 

25 permettent de delimiter dans ce substrat la region 16 

comportant le composant electronique 12 qui doit etre 

transfere. Elies coincident, au moins en partie, avec 
la depression 19 pratiquee dans la couche de rupture 
18. 

30 En particulier, les tranchees constituent une 

zone de plus faible resistance du substrat initial. 

Comme le montre la figure 2, une couche 30 de 
materiau de liaison est formee localement sur la 
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surface libre 28 du substrat initial essentiellement 
dans la region de transfer! 16. 

Le materiau de liaison est un materiau dont la 
capacite de liaison peut etre augmentee par un 
traitenient approprie . 

II s'agit par example, d'un polymere 
durcissable avec un rayonnement U.V. 

Dans I'exemple decrit, le materiau de liaison 
est un materiau fusible tel que Sn, Pb, Sn-Pb, In-Pb 
etc. Lorsque un tel materiau est chauffe par un 
rayonnement approprie, il fond, et permet, apres 
refroidissement, d'obtenir une liaison tres forte. 

Selon une possibilite avantageuse de mise en 
oeuvre de 1 ' invention, le materiau de liaison peut etre 
choisi electriquement conducteur pour realiser des 
connexions electriques entre le composant 12 de la 
region de transfer! 16 et des composants du substrat 
final. Dans un tel cas le materiau de liaison peut etre 
forme par un alliage conducteur fusible tel que 
mentionne ci-dessus ou par une colle conductrice. 

Le materiau de liaison peut etre forme sur 
toute la surface de la region de transfer! ou seulement 
sur des parties selectionnees , afin de former une ou 
plusieurs connexions electriques independantes avec le 
substrat final. 

On peut noter que la couche de materiau de 
liaison peut aussi etre formee sur tout ou partie d'une 
region de reception du' substrat final. 

La figure 3 montre une etape ulterieure lors de 
laquelle une region de reception 16' d'un substrat 
final 32 est mis en contact avec la region de transfer! 
16 du substrat initial (comportant le composant 12) . 
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On observe sur cette figure qu ' a la fois la 

region de transfert 16 et la region de reception 16' 

sont munies d'une couche de materiau de liaison 30. 

Un rayonnement 34, tel qu'un rayonnement 

5 infrarouge, est applique a la region de transfert par 

1 ' intermediaire du substrat intermediaire 24 qui est 
choisi transparent a ce rayonnement. Le rayonnement 34 
permet de faire fondre le materiau de liaison fusible 
de la couche 30 et permet de souder la region de 

10 transfert 16 sur le substrat final 32. La force de 

liaison maximum est obtenue apres ref roidissement de la 
region de transfert et du materiau fusible. 

Dans une variante ou le materiau de liaison est 
un polymere photodurcissable par un rayonnement 
15 ultraviolet, il convient d'utiliser des substrats 

intermediaires transparents a un tel rayonnement. 

On peut noter que 1 ' application du rayonnement 
au materiau de liaison peut aussi avoir lieu par 

1 ' intermediaire du substrat final 32 qui est choisi 
20 transparent ou non selon le type de materiau de liaison 
utilise . 

Apres la fixation ferme de la region de 
transfert 16 comprenant le composant 12, sur le 
substrat final 32, la separation de cette region d'avec 
25 le substrat intermediaire peut avoir lieu. 

Cette separation est representee a la figure 4. 
Des forces de traction 36, 38 et eventuellement de 

cisaillement , sont appliquees sur le substrat final 32 
et sur le substrat intermediaire. 

Comme la force de liaison de la couche de 
materiau de liaison 30 a ete augmentee dans la region 
de transfert 16, cette region reste fixee sur le 
substrat final. 



30 
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Par contre, un arrachement du substrat initial 
se produit au fond des tranchees 26. 

Ainsi la region 16 du substrat initial, 
comportant le composant 12, est liberee, non seulement 
du substrat intermediaire, mais aussi du restant du 
substrat initial 10, ne coiuprenant pas le composant. 

La figure 5 illustre des etapes de traitement 

qui suivent le transfert de la microstructure. 

Une couche isolante 40 est deposee sur la 

microstructure et sur le substrat final. Puis, des 
pistes de connexion metallique, telles que la ligne 42, 
representee sur la figure 5, sont formees pour relier 
elect riquement les prises de contact 12a du composant 
12 a d'autres composants, non representes, du substrat 
cible . 

Ainsi le composant 12 peut etre connecte 

electriquement a des composants du substrat final 32 
par des pistes conductrices et/ou par 1 ' intermediaire 
du materiau de liaison 30, comme evoque precedemment . 
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transactions Photonics Technology Letters, vol. 3, 
n°12. December 1991, pages 1123-1126. 
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REVENDICATIONS 

1. Precede de transfert d'au moins une 
microstructure (12) foritiee sur un substrat (10) , dit 
substrat initial, vers un substrat (32) dit substrat 
final, le precede comprenant les etapes successives 
suivantes : 

a) preparatien du substrat initial peur auteriser une 
selidarisatien reversible, avec une force de liaison 
initiale, du substrat initial (10) avec un substrat 
(24) dit intermediaire, 

b) selidarisatien du substrat initial (10) avec le 
substrat intermediaire (24), la microstructure etant 
tournee vers le substrat intermediaire, 

c) formation d'au moins une couche de materiau de 
liaison (30) sur au moins une region selectionnee 
(16) du substrat initial, comprenant la 
microstructure, et/ou sur une region de reception 
(16') du substrat final, le materiau de liaison 
presentant une capacite de liaison qui peut etre 
augmentee par un traitement approprie, 

d) mise en contact de ladite region selectionnee (16) 
du substrat initial avec la region de reception du 
substrat final, 

e) traitement de la couche de materiau de liaison dans 
une zone correspondent a la region selectionnee (16) 
du substrat initial, comprenant la microstructure, 
pour augmenter, dans cette zone, la force de liaison 
a une valeur superieure a la force de liaison 
initiale, pour obtenir une fixation de ladite region 
selectionnee (16) du substrat initial sur la region 
de reception (16') du substrat final (32), 
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f) desolidarisation de la region selectionnee (16) du 
substrat initial, comprenant la microstructure, 
d'avec le substrat intermediaire (24). 

2. Precede de transfert selon la revendication 

1, dans lequel on effectue un araincissement du substrat 
initial (10) prealablement a 1 ' etape c) . 

3. Precede de transfert selon la revendication 

2, dans lequel 1 ' amincissement du substrat initial (10) 
est effectue par une gravure chimique et/ou mecanique. 

4. Precede de transfert selon la revendication 
2, dans lequel 1 ' araincissement du substrat initial (10) 
est effectue par clivage selon une couche de clivage 
(11) prealablement implantee dans le substrat initial 
( 10 ) . 

5. Precede de transfert selon la revendication 

1, dans lequel la preparation du substrat initial, pour 
autoriser une solidarisation reversible, comporte la 

formation d'une rugosite controlee a la surface du 
substrat ( 10 ) . 

6. Precede de transfert selon la revendication 

1, dans lequel la preparation du substrat initial, pour 
autoriser une solidarisation reversible, comporte la 

formation, dans le substrat initial, d'au moins une 
amorce de rupture. 

7. Precede de transfert selon la revendication 

1, dans lequel la preparation du substrat initial, pour 
autoriser une solidarisation reversible, comporte la 

formation a la surface (14) du substrat (10) d'une 
couche (18) dite couche de rupture, la couche de 
rupture presentant une premiere epaisseur dans une zone 
situee en face de la region selectionnee (16) du 
substrat initial, comportant une microstructure (12), 
et presentant une deuxieme epaisseur superieure a la 
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premiere epaisseur dans une zone situee autour de la 
region selectionnee (16) . 

8. Procede de transfert selon la revendication 
7, dans lequel la formation de la couche de rupture 

5 (18) comporte le depot sur la surface (14) du substrat 

(10), d'une couche d'un raateriau, pouvant etre 
selectivement grave par rapport au substrat, et la 
gravure partielle selective de cette couche pour 
I'amincir dans au moins une zone correspondent a la 

10 region selectionnee (16) du substrat. 

9. Procede de transfert selon la revendication 
1, dans lequel on forme en outre, avant 1 ' etape d) , au 
moins une tranchee (26) de f ragilisation du substrat 
initial (10) entourant ladite region (16) du substrat 

15 comprenant la microstructure (12). 

10. Procede de transfert selon les 
revendications 7 et 9 dans lequel les tranchees de 
f ragilisation (26) et la zone de la couche de rupture 
(18) presentant la premiere epaisseur sont agencees de 

20 fagon a coincider, au moins en partie. 

11. Procede selon la revendication 11, dans 
lequel le materiau de liaison de la couche de liaison 
(30) est un materiau choisi parmi les materiaux 
fusibles et les materiaux presentant une force de 

25 liaison qui peut etre augmentee lorsqu'ils sont soumis 
a un rayonnement approprie. 

12. Procede selon la revendication 1, dans 
lequel on forme sur le substrat final, respect ivement 
le substrat intermediaire des reperes visibles a 

30 travers le substrat intermediaire, respectivement le 
substrat final, transparent, les reperes etant 
utilisables pour un alignement des substrats 
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intermediaire et final avant la mise en contact de 
1 ' etape d) . 

13. Precede de transfert selon la revendication 
1, caracterise en ce qu'il est complete par des 

5 operations d ' interconnexion electrique de la 
microstructure (12) avec des composants prealablement 
formes sur le substrat final (32) . 

14. Precede selon la revendication 1, dans 
lequel, lors de 1 ' etape e) , le traitement de la couche 

10 de materiau de liaison comporte 1 ' application d'un 
rayonnement dans la region selectionnee (16) du 
substrat comprenant la microstructure. 

15. Precede de transfert selon la revendication 
14, dans lequel on utilise un substrat intermediaire 

15 (24) transparent et on applique le rayonnement a la 

region selectionnee (16) du substrat initial, 
comprenant la microstructure (12), a t ravers le 
substrat transparent. 

16. Precede de transfert selon la revendication 

20 15, dans lequel on utilise un substrat final (32) 

transparent et applique le rayonnement a la region 
selectionnee (16) du substrat initial, comprenant la 
microstructure (12), a travers le substrat final (32). 

17. Precede de transfert selon la revendication 

25 1, dans lequel on utilise un materiau de liaison (30) 

electriquement conducteur pour former au moins une 
connexion electrique entre ladite region selectionnee 
(16) et le substrat final (32). 



30 
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